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はじめに：強相関電子系材料である二酸化バナジウム(VO2)は、340K で電気伝導率変化が数ケタにも及

ぶ金属-絶縁体相転移を示すとともに透過率、仕事関数、熱電変換特性等の諸物性も大きく変化するた

め、その応用に向け盛んに研究されている。近年、VO2薄膜において、転移点近傍ではナノスケールで

金属相と絶縁体相の２つの電子相が相分離していることが報告され[1]、本来 VO2が持つ一次相転移によ

る急峻な電気伝導変化の妨げの一因となっている。一方、個々のナノドメインにおいては、一次相転移

が起こっていることが確かめられており、ナノ構造において、VO2の本来の特性が引き出されつつある

が、これまでの報告で測定された最小ナノ構造は精々100nm 程度であった[1,2]。本研究では、～50nm と

言われているドメインサイズ[1]と同程度、或いはそれ以下の極小 VO2ナノ細線の作製及び走査型プロー

ブ顕微鏡による電気伝導測定を行い、ナノドメインの相転移特性の評価を試みた。 

実験及び結果：パルスレーザーデポジションによる薄膜形成とナノインプリントリソグラフィーを用い

て Al2O3(0001)基板上に VO2ナノ細線を作製し、フォトリソグラフィーにより電極の作製を行った。走査

型電子顕微鏡による形状観察により、25nm の線幅を持つ極細の VO2ナノ細線の作製に成功した（図

１）。コンダクティブ原子間力顕微鏡を用いた電気伝導評価より、300 K では、VO2絶縁体状態の抵抗

率(ρＩ＝1.2 Ωcm ）、360 K では、金属状態の抵抗率(ρM < 0.016Ωcm)を確認し、極小ナノワイヤにおける

金属-絶縁体転移を観測した（図２）。当日はこれら詳細な作製手法及び測定結果について報告する。 
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図１ VO2ナノ細線の走査型電子顕微鏡像 図 2  VO2ナノ細線の電流像 
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